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報告書データ / Report
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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

同じ結晶構造を持つGaNエピタキシャル構造からのコンプリメンタリー回路を目指
して、Mgドープの無い2DHG構造でデバイスを作製した。

実験
Experimental

三重大・コーネル大で成長したMgドーピング層の無い2DHGを持つウェハにクリー
ンルーム内で、マスクレス露光装置と蒸着装置を用いてＳＤ電極を形成し、ALDを
用いて絶縁膜をさらに形成した上にマスクレス露光装置と蒸着装置でゲート電極を
形成し、デバイスとした。

結果と考察
Results and Discussion

電極はショットキー特性を示しているため。ソース接地特性においては立ち上がり
電圧が5-8V付近になっているものの、綺麗な飽和特性を示した。また観測された最
大電流がほぼ20mA/mmに達し、p型としてはかなり大きい電流が得られた。
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Fig.1 得らえた素子のソース接地特性
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